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1. Piurd ldhtosolmun vey jinnite ao. kuvan kytkenndssd, kun tulossa on ac-sinisignaali, jonka
amplitudi on 10mV. Voit olettaa, ettd johtavan diodin yli jdd dc-jannitettd 0,7V.
Kondensaattoreiden kapasitanssit ovat hyvin suuria.
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2. Ao. kuvassa on esitetty yhteisemitterivahvistinaste (Vee=0,7V, p=100, Va=o0, V=26 mV).
a) Laske V¢ jalc.
b) Laske vahvistus A= vou/vs
c) Laske tulo- ja lahtoresistanssit Rin ja Rout.

3. Ao. kuvan Mosfetin Vin= 0.5V ja p,Cox = 100uA/V?. Laske drain-virran ja drain-jénnitteen
arvot. Paljonko Vunin muuttuu, jos tulojannite muuttuu 10 mV:a (0.75V —20.76V). Voit

unohtaa kanavanpituusmodulaation.
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4. Laske ao. kuvan operaatiovahvistinkytkennén 1dhdén jinnite V. Vahvistin on ideaalinen.
Piirréd lahdossd ndkyvd signaali, kun tuot [V tuloon lisdksi 10 mV amplitudisen ac-

sinisignaalin.
10kQ
AN
5kQ
1V o—AANA
2,5 kQ —o Vout

0,5V o—AAA-




